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修士論文で何がなされているか

結果 VrT-2×10-6Nv (see-1)････4･2OK

l/T-3×10~6王吋(,, )-･1･5OK

これは工珪濃のAccep七orによる散乱確率の半分程度で､この ように大 きいの

は､単なる井戸型ポテンシャルによる散乱 としては解釈できず､ Ⅱ 族 Ac-

Ceptorの場合 と同様 に､低温では この Defect に 2-3個のHoleが 弟 く

Trapされていて､これによる散乱が効果的であると考え られる｡

(ii 狙 えCユ 七主on in Geによる散乱

500OcでJN2雰囲気中でく110>のまわ 旦‖て曲げることにより600転位

<111>軸のまわbKL_曲げることHに よ990P転位 を入れた. 更に直線状の転位

にするため 7000CでWe-ト02 雰囲気中セ25時間Arlneal した｡

この際 ､不純物の混入を享けるため､注意 を払い､不純物濃度は 3×1013/ cc

以下である｡ 濃度は Etch:lTjj_isl の計数で求め､又転位はrandomに分布 して

いることが分った｡

柳窪 した S甲 Plさの転位､濃度は ～5×106/ cm2- 1×107/ cm2

結果 V T≡6×102ND(SeC｢ i)･･･600転位

1/T=7XIO2ND(.,, )･･･900,/

温度によらない｡

転位のまわ Dの歪の場による - 盃ポテンシャルを散乱ポテンシャルとして計算

したDexter-SeiもZの結果 1/I-1･84×104草 とは､温度依存性 も絶対値に

合わぬ｡ これは大 きな歪に対 して歪 ポテンシャルの方法がよくないことを示す ｡

又 Dangling bondによる効果 も考えなければな らぬ｡ -

ゲルマニウム､の放射線損傷による欠陥について

福 岡 登

n塑ゲルマニウムにCo60 よbの r-rayを dryice temp.で照射すること

に よって､Fre埴 el∴pair(格子間原子 と空格子点)を作 a､それを室温附近
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で焼鈍を行い､minoritycarrierの Iifetimeの測定に よb格子間原子

及び空格子点の挙動を調べた｡その結果 よb不純物 としてAsを doped した

ものとSbを doped した ものとでは生成する欠陥及び回復過程にどの ような

相異点があるか､又不純物濃度によって回復の しかたがどのよう に影響される

か馨しらべた｡その結果わかったことは､･

潮 As-dopedの ものについて もSb-doped-の ものについて も室温附近で

焼鈍 Lminority carrierの iifeti.meを郵定 した結果 reversea工卜

nealyがみ とめ られた｡ この ことは reverseaIユnealyが欠陥の消波過程

としてではな く､新 しい欠陥が焼鈍過程で生ずる もの と考え られるoまた不

純物濃度を上げるとTeVerSeannealyのあらわれる程度は少 くなる｡

(2)As→ユopedの ものにおhては valenceband･よbO･18eVのところに

七rappirlglevelが生 じるが､ Sb-doped_の ものでは trap･は生 じに く

い｡ しか しSb濃度を上げると 豆ap.が生成することがわかった｡

(3.)最終 stageの活性化エネルギ-はAs-doped-1･5r･CIm,10r･cm,30T.

cmの ものにつ きそれぞ れ 1･7eV,111eV,1eV よbはるかに小 とい う値を

え､ Sbdoped l･5r･cm,7r.cm ,15r･cmのものについては､ 5.7eV

5.7eV,5.OeV とい う値 をえた｡ As-dopedのものとSb-dopedの ものと

でこの ように活性化エネルギーが ことなるとい うことは最終 Sもageの焼鈍過

程はAIs-dopedの ものとSb-dopedのもの とでは非常にことなっていると

考え られる｡

EleCtrod-eユessmethod-によるSi中の格子欠陥の測定

助 野 雅 子

半導体 の電気的性質は格子欠陥に対 し非常 に敏感であるので半導体の放射線

損傷による格子欠陥の研究は非常 に興味ある もの と考え られる｡ Siは contac七

をつ くる ことが非常に困難であ9､又contac耳 による何 らかの汚染が心配さ
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